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Abstract of DE10045043 
Number of electrodes (2) are arranged on a 
semiconductor chip (1). A resin component (5) 
with the connection electrodes is provided and 
separated from the electrodes on the 
semiconductor chip. The electrodes on the 
semiconductor chip are connected to the 
connection electrodes of the resin component via 
an intermediate connection (6). An Independent 
claim is also included for a semiconductor 
component manufacturing method. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbleiterbauteil und Verfahren zu dessen Herstellung 

@ Es wird ein Halbleiterbauteil (21 ) mit Folgendem ange- 
geben: 

- auf dem Chip befindlichen Elektroden (2); 

- Harzelementen (5), die gesondert voneinander entspre- 
chend den mehreren Elektroden fur Verbindung nach au- 
Ben vorhanden sind; und 

- Zwischenverbindungen (6), von denen jede eine Elektro- 
de auf dem Chip mit einer entsprechenden Elektrode fur 
Verbindung nach auBen verbindet. 
Derartig gesondert hergestellte Harzelemente fur die 
Elektroden fur Verbindung nach auBen erlauben einen 
Abbau thermischer Spannungen, die durch diese Elektro- 
den erzeugt werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Halbleitcrbauteile und Vcrfahren 
zu deren Herstellung, und spezieller betrifft sie eine Struktur 
eines Halbleiterbauteils, die einen Abbau von Spannungen 5 
nach der Montage ermbglicht, sowie ein Hersteilverfahren 
fur ein solches Bauteil. 

In den letzten Jahren existiert zunehmender Bedarf an 
kompakteren und leichteren elektronischen Komponenten, 
wic Mobiltelefonen und mobilen Informationsanlagen, und 10 
demgemaB schritt die Miniaturisierung und dichtere Integra- 
tion von Halbleiterbauteilen schnell fort. Zu diesem Zweck 
erfolgten verschiedene Vorschlage. Ein Vorschlag betrifft 
die Montage eines nackten Chips, wobei ein LSI (Large 
Scale Integration)-Chip unmittelbar auf einer Leiterplatte 15 
montiert wird. Ein anderer Vorschlag besteht darin, ein 
Halbleiterbauteil mit einer sogenannten Gehausestruktur 
von ChipgroBe (CSP = Chip Size Package) zu versehen, bei 
der die Form des Halbleiterbauteils dergestalt ist, dass sie 
zur Miniaturisierung so nahe wie moglich derjenigen eines 20 
LSI-Chips folgt. Bei einem Halbleiterbauteil mit derartiger 
CSP-Struktur wird die Anordnung von Umfangselektroden, 
wie sie mit derjenigen bei einem normalen LSI-Chip uber- 
einstimmt, durch einen Lotschritt in eine Rachenarray- 
Elektrodenanordnung umgewandelt, die zum Erhohen der 25 
Anzahl der Stifte von Vorteil ist. 

Die Fig. 1A-1C zeigen ein Beispiel eines Halbleiterbau- 
teils, wie es beim herkommlichen Montieren eines nackten 
Chips verwendet wird. Wie in Fig. 1A dargestellt, besteht 
das Halbleiterbauteil 21 aus einem nackten Chip 22 und 30 
mehreren Anschlussteilen 24. Wie in Fig. IB dargestellt, 
wird der nackte Chip 22 iiber Verbindungsteile 24 mit Elek- 
troden 25a auf einer gedruckten Leiterplatte 25 verbunden. 
Bei dieser Struktur werden jedoch aufgrund der Warmeex- 
pansionsdifferenz zwischen dem nackten Chip 22 und der 35 
gedruckten Leiterplatte 25 groBe thermische Spannungen 
erzeugt, und in bekannter Weise werden dadurch die Verbin- 
dungsteile 24 unzuverlassig. 

Daher wird, wie es in Fig. 1C dargestellt ist, der Zwi- 
schenraum 27 zwischen der Unterseite des nackten Chips 22 40 
und der Oberflache der gedruckten Leiterplatte 25 im Allge- 
mcinen mit einem Harz 26 gcfullt (was als "Unterfullen" be- 
zeichnet wird), um die in den Verbindungsteilen 24 auftre- 
tenden thermischen Spannungen abzubauen. Ein derartiges 
Unterfullen des Zwischenraums 27 zwischen der Unterseite 45 
des nackten Chips 22 und der Oberflache der gedruckten 
Leiterplatte 25 erschwert jedoch die Reparatur des Chips 22 
in extremer Weise. DemgemaB kann die in den Fig. 1 A-1C 
dargestellte Struktur eines Halbleiterbauteils zwar hochste 
Miniaturisierung und extrem dichte Montage ermoglichen, 50 
jedoch fand sie aus verschiedenen Griinden keine weite Ver- 
breitung, wie z. B.: Kostenerhohung wegen zusatzlicher 
Schritte zum Einbringen und Ausharten des Harzes 26; ge- 
ringer Freiheitsgrad, da die Reparatur des Chips 22 im We- 
scntlichen unmoglich ist; sowie schwierige Handhabung des 55 
nackten Chips 22 selbst. Daher bestand Bedarf an einem 
Halbleiterbauteil, das Montage mit so hoher Dichte wie bei 
der Montage eines nackten Chips ermbglicht, das mit den 
niedrigsten Kosten realisiert werden kann und das Zuverlas- 
sigkeit nicht nur als bloBes Bauteil, sondern auch nach der 60 
Montage gewahrlcistct. 

Um diesen Forderungen zu geniigen, wurden verschie- 
dene Erfindungen offenbart. Zum Beispiel ist die in Fig. 2 
vcranschaulichte und in JP-A-6-177134 offenbarte Erfin- 
dung auf eine Kontakthockerstruktur einer elektronischen 65 
Komponente gerichtet. Diese verfugt uber eine Anschluss- 
elektrode 32 auf einem IC-Chip 31, eine Isolierschicht 33, 
Barrieremetallschichten 34, 35 und 36, die die Anschluss- 
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elektrode 32 bedecken, ein Lotkontakthocker 37, eine Uber- 
zugsschicht 38 und eine zwischen der Anschlusselektrode 
32 und der Barrieremetallschicht 34 ausgebildcte Harz- 
schicht 41, die so wirkt, dass sie thermische Spannungen ab- 
bau t, um dadurch die Zuverlassigkeit zu erhohen. 

Die in den Fig. 3 A und 3B veranschaulichte und in JP-A- 
10-12619 sowie JP- A- 10-79362 ofFenbarte Erfindung ist auf 
ein Halbleiterbauteil mit einem Substrat 36, einem auf die- 
sem angeordneten Kontakthocker 52, einer diesen dicht um- 
schlieBenden Harzschicht und einen externen Anschluss- 
kontakthocker 50, der auf der aus der Harzschicht 53 her- 
ausragenden Spitze des Kontakthockers 52 ausgebildet ist, 
gerichtet. Der Kontakthocker 52 ist durch die Harzschicht 
53 dicht umschlossen, und demgemaB werden am Ubergang 
zwischen einer Elektrode auf dem Substrat 56 und dem ex- 
ternen Verbindungskontakthocker 50 erzeugte Spannungen 
abgebaut, was die Zuverlassigkeit verbessert. 

Die in den Fig. 4A-4C dargestellte und in JP-A-8- 102466 
ofFenbarte Erfindung verfugt uber einen Wafer 60, einen die- 
sen bedeckenden Passivierungsfilm62, einen auf dem Wafer 
60 ausgebildeten Elektrodenkontaktfleck 61, eine Alumini- 
umzwischenverbindung 64, die so ausgebildet ist, dass sie 
eine Verbindung zum Elektrodenkontaktfleck 61 herstellt, 
und die sich innerhalb des Halbleiterchipbereichs erstreckt, 
eine auf der Aluminiumzwischenverbindung 64 hergestellte 
Nickelplatte 65, einen die gesamte Oberflache des Wafers 
60 bedeckenden Uberzugsfilm 66 und einen Lotkontakthbk- 
ker 68, der in einer die Oberflache der Nickelplatte 65 frei- 
liegenden OfFnung ausgebildet ist. 

Die in Fig. 5 veranschaulichte und in JP-A-2924923 of- 
fenbarte Erfindung verfugt uber einen Halbleiterchip 70, 
eine flexible Zuleitung 73, die einen auf dem Chip befindli- 
chen Elektrodenkontaktfleck 71 und eine Elektrode 72 nach 
auBen verbindet, eine flexible Folieneinlage 64, die zwi- 
schen der Elektrode 72 nach auBen und dem Chip 70 ange- 
ordnet ist, ein in der Folieneinlage 74 geoffnetes Loch 76, 
das der auf dem Chip befindlichen Elektrode 72 entspricht, 
und ein Versiegelungsmittel 75 zum AufFullen des Lochs 76. 
Spannungen, wie sie nach der Montage des Halbleiterbau- 
teils auf einer gedruckten Leiterplatte 77 iiber die externe 
Elektrode 72 aufgrund der WarmeexpansionsdifFerenz zwi- 
schen der Leiterplatte 77 und dem Chip 70 auftretcn, werden 
unter Ausnutzung der Flexibility der Folieneinlage 74, der 
Zuleitung 73 und des Versiegelungsmittels 75 abgebaut, wo 
durch die Zuverlassigkeit verbessert ist. 

Zwar wurden die in den Fig. 2-5 veranschaulichten her- 
kommlichen Techniken zum Verbessem der Zuverlassigkeit 
durch Minimiercn von im Verbindungsteil erzeugten thermi- 
schen Spannungen und zum Verbessern der Handhabung im 
Vergleich zum Flip-Chip-Bondvorgang (AnschlUsse auf der 
Ruckseite) nackter Chips vorgeschlagen, jedoch zeigen sie 
die folgenden Probleme. 

Es sei angenommen, dass bei der in P-A-6-177134 of- 
fenbarten Erfindung thermische Spannungen nach der Mon- 
tage des Halbleiterbauteils entstehen. In diesem Fall sind, 
wie es in Fig. 6 dargestellt ist, Spannungen im Lotkontakt- 
hocker 37 auf der Seite des Halbleiterchips konzentriert, 
wodurch ein zum Bruch fuhrendcr Riss 42 entstehen kann. 

Auch sei angenommen, dass beim in JP-A-10-12619 oder 
JP- A- 10-79362 ofFenbarten Halbleiterbauteil thermische 
Spannungen nach der Montage entstehen. Erneut konzen- 
trieren sich diese Spannungen im FuB des Kontakthockers 
52, wie es in Fig. 7 dargestellt ist. Die der thermischen Be- 
lastung zuzuschreibenden Spannungen konnen nicht abge- 
baut werden, da die Harzschicht 53 so hergestellt wurde, 
dass sie den Zwischenraum ohne Leerraum aufFullt. Daher 
kann durch die konzentrierten Spannungen im FuB des Kon- 
takthockers 52 ein zum Bruch fuhrender Riss 57 erzeugt 
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werden. 

Im Fall der in JP-A-8- 102466 offenbarten Erfindung wird 
der Uberzugs(Harz-)film 66 auf die gesamte Oberflache des 
Halbleiterchips aufgetragen, was ein Auslaufen der Span- 
nungen verhindert. So konzentrieren sich die Spannungen 
im FuB des Kontakthockers 68, was schlieBlich zu einer Zer- 
storung fiihren kann. 

Bei der in JP-A-2924923 offenbarten Erfindung ist die ge- 
samte Oberflache der Folieneinlage 74, mit Ausnahme des 
Lochs 76, dicht an der Oberflache des Chips angebracht. So 
treten aufgrund der Warmeexpansionsdifferenz zwischen 
der Folieneinlage 74 selbst und dem Chip 70 an deren 
Grenzflache Spannungen auf, die zu einer Ablosung fiihren 
konnen. Eine derartige Ablosung verschiedener Materialien 
innerhalb der Struktur des Halbleiterbauteils ermoglicht das 
Eindringen von Wasser, was moglicherweise zu elektrischen 
Kurzschliissen in Schaltungen auf dem Chip, zu Mangeln 
wie Gehauserissen aufgrund eines erhohten Volumens bei 
hoher Temperatur oder zu anderen Probiemen fuhrt. Ferner 
kann die Folieneinlage 74 selbst durch Umgebungsfeuchtig- 
keit aufquellen oder sich durch Warme ausdehnen, wobei 
die Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit nicht vernachlas- 
sigbar sind. 

AuBerdem besteht ein diesen herkommlichen Techniken 
gemeinsames Problem darin, dass die entsprechenden Bau- 
teile mit einer groBen Anzahl von Schritten herzustellen 
sind, wozu Sputtem und Fotolithografie gehorten, wobei es 
sich um teure Verarbeitungsvorgange handelt. Dies erhoht 
die Herstellkosten des Halbleiterbauteils selbst, was die Ver- 
breitung derartiger Bauteile behindert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Halbleiter- 
bauteil mit einer Struktur, die den Abbau von nach der Mon- 
tage entstandenen Spannungen ermoglicht, und ein Verfah- 
ren zum Herstelien eines solchen Halbleiterbauteils zu 
schaffen. 

Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Halbleiterbauteils 
durch die Lehrender beigefiigten unabhangigen Anspriiche 
1 bis 3 und hinsichtlich des Verfahrens durch die Lehren der 
unabhangigen Anspriiche 9 und 12 gelost. 

Beim Bauteil gemaB Anspruch 1 sind entsprechend meh- 
reren Elektroden fur Verbindung nach auBen vorhandene 
Harzelemente gesondert voneinander ausgebildet. Daher ist 
es moglich, an den Elektroden fur Verbindung nach auBen 
erzeugte thermische Spannungen wirkungsvoll abzubauen. 
Beim Bauteil gemaB Anspruch 2 ist die Herstellung einfach, 
wodurch die Produktivitat verbessert ist, da die Zwischen- 
verbindung entlang einer Schrage eines Harzelements aus- 
gebildet ist. Beim Bauteil gemaB Anspruch 3 sind die Elek- 
troden fur Verbindung nach auBen unmittelbar iiber der 
Harzschicht ausgebildet, in der mindestens eine Offnung 
ausgebildet ist, wodurch es moglich ist, die an den Elektro- 
den fur Verbindung nach auBen erzeugten thennischen 
Spannungen wirkungsvoll abzubauen. Da bei den erfin- 
dungsgemaBen Verfahren die Elektroden fiir Verbindung 
nach auBen auf den einzelnen Harzelementen oder der Harz- 
schicht hergestellt werden, konnen beim entsprechenden 
Bauteil thermische Spannungen abgebaut werden. 

Die vorstehcnden und andere Aufgaben, Merkmale, Er- 
scheinungsformen und Vorteile der Erfindung werden aus 
der folgenden detaillierten Beschreibung derselben in Ver- 
bindung mit den beigefiigten Zeichnungen besser erkennbar. 

Fig. 1A-1C zeigen ein Beispiel fur herkommliche Mon- 
tage eines nackten Chips. 

Fig. 2 zeigt ein erstes Beispiel einer Kontakthockerstruk- 
tur eines herkommlichen Halbleiterbauteils. 

Fig. 3A und 3B zeigen ein zweites Beispiel einer Kon- 
takthockerstruktur eines herkommlichen Halbleiterbauteils. 

Fig. 4A bis 4C zeigt ein drittes Beispiel einer Kontakt- 



hockerstruktur eines herkommlichen Halbleiterbauteils. 

Fig. 5 zeigt ein viertes Beispiel einer Kontakthocker- 
struktur eines herkommlichen Halbleiterbauteils. 

Fig. 6 veranschaulicht ein Problem bei der Kontakthok- 
5 kerstruktur des in Fig. 2 dargestellten Halbleiterbauteils. 

Fig. 7 veranschaulicht ein Problem bei der Kontakthok- 
kerstruktur des in den Fig. 3A und 3B dargestellten Halblei- 
terbauteils. 

Fig. 8A bis 8E veranschaulichen Herstellschritte fiir ein 
10 Halbleiterbauteil gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung, 

Fig. 9 zeigt eine Schnittansicht eines Halbleiterbauteils 
gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
vor der Unterteilung in einzelne Chips. 
15 Fig. 10 zeigt eine Schnittansicht eines Halbleiterbauteils 
gemaB einem dritten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung vor 
der Unterteilung in einzelne Chips. 

Fig. 11 veranschaulicht die Herstellung einer Schutz- 
schicht 7" beim Ausfuhrungsbeispiel gemaB dem dritten 
20 Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 12 zeigt einen Teil der Oberseite eines Wafers 1 nach 
Abschluss des in Fig. 8C veranschaulichten Schritts. 

Fig. 13 A und 13B veranschaulichen ein Verfahren zum 
Herstelien eines Verdrahtungsmusters oder einer Zwischen- 
25 verbindung 6 eines Halbleiterbauteils gemaB einem vierten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 

Fig. 14A-14E veranschaulichen Herstellschritte fiir ein 
Halbleiterbauteil gemaB einem funften Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung. 

30 Fig. 15 ist eine Draufsicht eines Wafers 1 im in Fig. 14B 
veranschaulichten Schritt. 

Fig. 16A und 16B zeigen ein anderes Beispiel zur Her- 
stellung eines Verdrahtungsmusters 6 beim Halbleiterbauteil 
gemaB dem funften Ausfuhrungsbeispiel. 

35 

Erstes Ausfuhrungsbeispiel 

Nun werden Herstellschritte fiir ein Halbleiterbauteil ge- 
maB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung unter 

40 Bezugnahme auf die Fig. 8A-8E beschrieben, die Schnitte 
durch Elektrodenteile zeigen. GemaB Fig. 8E, die den Zu- 
stand vor der Unterteilung in einzelne Halbleiterchips zeigt, 
verfugt das Halbleiterbauteil iiber Folgendes; einen Wafer 1, 
auf dem mehrere Halbleiterchips ausgebildet sind; eine auf 

45 dem Wafer 1 ausgebiidete On-Chip-Elektrode (nachfolgend 
einfach als "Elektrode" bezeichnet) 2; einen auf dem Wafer 
1 ausgebildeten Isolierfilm 3; ein Harzelement 5, das an der 
Position ausgebildet ist, an der eine Elektrode fiir Verbin- 
dung nach auBen anzubringen ist; ein Verdrahtungsmuster 

50 oder eine Zwischenverbindung 6; eine Schutzschicht 7 zum 
Schiitzen des Verdrahtungsmusters 6; und eine Elektrode 8 
fur Verbindung nach auBen. An jeder Grenze der Halbleiter- 
chips ist eine Zerteillinie 4 vorhanden. 
Wie es in Fig. 8A dargestellt ist, wird als Erstes eine Elek- 

55 trode 2 aus z. B. Aluminium auf dem Wafer 1 hergestellt, 
gefolgt von der Herstellung des Isolierfilms 3. Es ist uner- 
heblich, ob der Isolierfilm 3 wahrend der ersten wenigen 
Schritte hergestellt wird oder nicht, und er kann z. B. durch 
Schleuderbeschichten eines Harzmaterials wie Polyimid 

60 ausgebildet werden, wobei dann durch Fotolithografie oder 
dergleichen eine Offnung fiir die Elektrode 2 hergestellt 
wird. 

Als Nachstes wird, wie es in Fig. 8B dargestellt ist, ein 
Harzelement 5 an einer Position auf dem Wafer 1 herge- 
65 stellt, an der die Elektrode 8 fur Verbindung nach auBen an- 
zubringen ist. Das Harzelement 5 wird vorzugsweise aus ei- 
nem Material mit guter Haftfahigkeit zum Isolierfilm 3 und 
zum Verdrahtungsmuster 6 hergestellt. Es besteht keine Be- 
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schrankung auf ein Harz aus dern Epoxidsystem, dem Sili- 
consystem, dem Urethansystem oder dem Kautschuksy- 
stem, sondern es kann ein beliebiges Harz mit niedrigem 
Elastizitatsmodul nach Wunsch angewandt werden, da ein 
solches Harz nach der Montage gute Wirkungen hinsichtlich 5 
des Abbaus von Spannungen zeigt. Zur Herstellung des 
Harzelements 5 kann jede beliebige Technik verwendet wer- 
den, jedoch ist wegen der niedrigen Kosten Drucken von 
Vorteil. Fiir Elektroden 8 fur Verbindung nach auBen mit ei- 
ner Schrittweite von z. B. 0,8 mm kann das Harzelement 5 to 
durch Siebdmck unter Verwendung einer Metallmatrize mit 
einer Dicke von ungefahr 0,1 mm als Vorsprung mit einem 
Durchmesser von ungefahr 0,5 mm 0 hergestellt werden. 

Anstatt die Harzelemente 5 durch Schleuderbeschichten 
auf der gesamten Oberflache des Wafers 1 herzustellen, kon- 15 
nen diese durch Drucken oder dergleichen nur an jeweiligen 
Positionen ausgebildet werden, an denen die Elektroden 8 
fiir Verbindung nach auBen anzubringen sind. So konnen 
thermische Spannungen nach der Montage wirkungsvoil ab- 
gebaut werden. Ferner wird, wenn die Harzelemente 5 ge- 20 
sondert voneinander ausgebildet werden, die Grenzflache 
zwischen jedem Harzelement und dem Chip klein, so dass 
Probleine hinsichtlich Spannungen und einer Abiosung, die 
Eigenschaften des Harzelements selbst zuzuschreiben sind, 
beseitigt werden konnen. Wenn ein Harz aus dem Synthese- 25 
kautschuksystem (LSA-7701, verfugbar von Ohgi Chemical 
Industries) verwendet wird, kann z. B. ein Harzelement 5 
von ungefahr 50 urn Dicke durch einen Druckvorgang unter 
Verwendung einer Matrize von ungefahr 0,1 mm Dicke mit 
anschlieBendem Ausharten fur eine S tunde bei einer Tempe- 30 
ratur von 175°C erhalten werden. 

Alternativ konnen die Harzelemente 5 unter Verwendung 
eines Harzes hergestellt werden, das sich beim Auftragen in 
Pastenform befindet und beim Ausharten expandiert. Dies 
erleichtert einen anschlieBenden Schritt zum Herstellen ei- 35 
ner Zwischenverbindung, der spater in Zusammenhang mit 
Fig. 8C beschrieben wird. Genauer gesagt, wird ein Harz in 
Pastenform mit einer Dicke von 10 bis 30 um aufgetragen 
und einem vorlaufigen Harten unterzogen, bevor ein Ver- 
drahtungsmuster so hergestellt wird, wie es unten beschrie- 40 
ben ist. Dann erfahrt das Harz ein vollstandiges Ausharten, 
wobei es sich auf eine Hone von ungefahr 50 um ausdehnt. 
Die so erhaltene Struktur erlaubt eine einfache Herstellung 
des Verdrahtungsmusters, wahrend vergleichbare Span- 
nungsabbaueffekte erhalten bleiben. 45 

Als Nachstes wird, wie es in Fig* 8C dargestellt ist, ein 
Verdrahtungsmuster oder eine Zwischenverbindung 6 so 
hergestellt, dass sie sich von der Elektrode 2 bis an eine Po- 
sition erstreckt, an der die Elektrode 8 fur Verbindung nach 
auBen anzubringen ist. Obwohl das Verdrahtungsmuster 6 50 
unter Verwendung beliebiger Verfahren einschlieBlich des 
bekannten Abhebeverfahrens hergestellt werden kann, wird 
es wiinschenswerterweise zum Beispiel durch Drucken her- 
gestellt, da dabei geringe Herstellkosten anfallen. Dabei 
kann zum Herstellen des Verdrahtungsmusters 6 eine Paste 55 
verwendet werden, in die ein Metallpulver von Kupfer oder 
Silber eingemischt ist, die dann zum Ausharten einer War- 
mebehandlung bei ungefahr 150°C unterzogen wird. In die- 
sem Fall wird wiinschenswerterweise ein gewisser Prozess 
ausgefiihrt, um die Haftung zwischen der Elektrode 2 und 60 
dem Verdrahtungsmuster 6 zu verbessern. Zum Beispiel 
kann eine Piasmaverarbeitung zum chemischen Entfemen 
jeglichen Harzes, das auf der Oberflache der Elektrode 2 
nach dem Auftragen wahrend der vorigen Prozessschritte 
verblieben ist, ausgefiihrt werden. Ferner kann ein Sputter- 65 
vorgang ausgefiihrt werden, um dafur zu sorgen, dass ioni- 
sierte Gasmolekiile geringer Dichte auf den Wafer 1 treffen, 
wodurch die Ubergangsflachen zwischen der Elektrode 2 
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und dem Verdrahtungsmuster 6 aufgeraut werden. So kann 
die Haftung zwischen der Elektrode 2 und dem Verdrah- 
tungsmuster 6 physikalisch verbessert werden. 

Wenn das durch Drucken hergestellte Zwischenverbin- 
dungsmuster einen groBen elektrischen Widerstand zeigt, 
der moglicherweise zu einem Spannungsabfall, zu Erwar- 
mung, einer Signalverzogerung oder dergleichen fuhrt, kann 
ein Verarbeitungsschritt fur z. B. stromloses Plattieren hin- 
zugefugt werden, um ein Material wie Kupfer oder Nickel 
auf das Zwischen verbindungsmuster aufzutragen. Wenn die 
Verwendung eines derartigen Prozesses vorbestimmt ist, ist 
es iiberfliissig, ein leitendes Material zur Musterherstellung 
durch Drucken auszuwahlen. Es ist lediglich erforderlich, 
ein Material auszuwahlen, das gute Haftfahigkeit zum Me- 
tall zeigt, das durch stromloses Plattieren aufgetragen wird. 
Durch diesen Prozess des stromlosen Plattierens wird nicht 
nur der elektrische Widerstand der Zwischenverbindung ge- 
senkt, sondern es wird auch eine Barrieremetallschicht zur 
Herstellung einer Elektrode 8 fiir Verbindung nach auBen 
auf dem Harzelement 5 hergestellt. Wenn der elektrische 
Widerstand des Verdrahtungsmusters kein Problem dar- 
stellt, kann eine plattierte Metallschicht nach dem Prozess- 
schritt, der in Zusammenhang mit Fig. 8D als Nachstes be- 
schrieben wird, nur auf einem Harzelement 5 hergestellt 
werden. 

Wie es in Fig. 8D dargestellt ist, wird eine Schutzschicht 
7 zum Schiitzen des Verdrahtungsmusters 6 und der Oberfla- 
che des Halbleiterchips hergestellt. Die Schutzschicht 7 
wird z. B. durch Drucken oder Fotolithografie unter Ver- 
wendung eines fotoempfindlichen Harzes hergestellt. Wenn 
hierbei Fotolithografie verwendet wird, wird die Schutz- 
schicht 7 durch Schleuderbeschichten eines fotoempfindli- 
chen Harzes oder dergleichen und anschlieBendes Offnen ei- 
nes Lochs an einem Ort, an dem eine Elektrode 8 fur Verbin- 
dung nach auBen auszubilden ist, hergestellt. Drucken ist je- 
doch etwas schwierig, da das Anbringen von Farbe auf einer 
unregelmaGigen Oberflache zu gewahrleisten ist, jedoch 
kann es ausgefiihrt werden, wenn die Bedingungen opti- 
miert werden. Genauer gesagt, werden die Farbe und der 
Wafer wahrend des Druckvorgangs auf einem Luftdruck un- 
ter dem Atmospharendruck gehalten, wodurch der Druck- 
vorgang mit ausreichender Auflosung dadurch ermoglicht 
ist, dass das Eindringen von Blasen vermieden ist. So wird 
es moglich, eine Schutzschicht mit hoher Schutzfahigkeit zu 
niedrigen Kosten herzustellen. Dieser Druckvorgang ist 
auch zum Herstellen des in Fig. 8C dargestellten Verdrah- 
tungsmusters 6 wirkungsvoil. 

Als Nachstes wird, wie es in Fig. 5E dargestellt ist, die 
Elektrode 8 fur Verbindung nach auBen auf dem Harzele- 
ment 5 hergestellt. Genauer gesagt, wird gemeinsam mit ei- 
nem Flussmittel eine Kugel auf Basis von z. B. eutektischen 
Zinn/Blei-Legierungen auf dem Verdrahtungsmuster 6 auf 
dem Harzelement 5 angebracht, und zum Herstellen der 
Elektrode 8 fur Verbindung nach auBen wird ein Auf- 
schmelzloten ausgefiihrt. SchlieBlich wird der Wafer 1 ent- 
lang einer Zerteillinie 4 zerschnitten, wodurch einzelne 
Halbleiterchips fertiggestellt werden. AUe in den Fig. 
8A-8E veranschaulichten Herstellschritte konnen durch 
Waferverarbeitung unter Verwendung billiger Druckpro- 
zesse, wo immer moglich, ausgefiihrt werden. So ist es mog- 
lich, ein Halbleiterbauteil billig herzustellen, wobei eine 
thermische Spannungen ausreichend abbauende Struktur 
geschaffen wird, wahrend die nachteiligen Effekte so weit 
wie moglich beseitigt sind, die aus dem Hinzufugen der 
Harzelemente zur Struktur herruhren. 

Wie oben beschrieben, wird beim Halbleiterbauteil des 
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiels ein Harzelement 5 an ei- 
nem Ort hergestellt, an dem eine Elektrode 8 fiir Verbindung 
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nach auBen herzustellen ist, wodurch es moglich ist, thermi- 
sche Spannungen nach der Montage abzubauen. 

Zweites Ausfiihrungsbeispiel 

5 

Das Halbleiterbauteil gemaB dem zweiten Ausfiihrungs- 
beispiel der Erfindung, dessen Querschnitt vor der Untertei- 
lung in einzelne Halbleiterbauteile in Fig. 9 dargesteilt ist, 
stimmt mit dem in Fig. 8E dargestellten Halbleiterbauteil 
des ersten Ausfuhrungsbeispiels mit der Ausnahme iiberein, 10 
dass die Schutzschicht 7 durch eine Schutzschicht 7 ersetzt 
ist, die die Vorder- und die Riickseite des Halbleiterchips be- 
deckt. Die ersten wenigen Schritte zur Herstellung des Halb- 
leiterbauteils gemaB dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel 
sind ebenfalls dieselben wie beim in den Fig. 8A bis 8C ver- 15 
anschaulichtcn ersten Ausfiihrungsbeispiel. So wird eine de- 
taillierte Beschreibung der gemeinsamen Strukturen und ge- 
meinsamen Herstellschritte nicht wiederholt. 

Wenn der in Fig. 8C veranschaulichte Schritt abgeschlos- 
sen ist, wird der Wafer 1 durch einen Stift oder dergleichen 20 
iiber dem Tisch so fixiert, dass dazwischen ein Zwischen- 
raum vorhanden ist. Die Oberflache des Verdrahtungsmu- 
sters 6 auf dem Harzelement 5 und die Riickseite einer 
Druckmatrize werden dicht beieinander angebracht. Durch 
Drucken bei niedrigem Luftdruck, wie oben beschrieben, 25 
wird die Schutzschicht T sowohl auf der Vorder- als auch 
der Riickseite des Wafers 1 hergestellt. Das Einstellen von 
Vakuum in der Umgebung gewahrleistet, dass das Schutz- 
material die Ruckseite des Wafers erreicht, ohne dass Blasen 
in die Schutzschicht 7" eingeschlossen werden. Da die Ruck- 30 
seite der Matrize und der obere Teil des Harzelernents 5 
dicht beieinander angebracht sind, ist verhindert, dass das 
Schutzmaterial an einer Position aufgetragen wird, an der 
die Elektrode fiir Verbindung nach auBen herzustellen ist. 
Nach der Herstellung der Schutzschicht T wird die Elek- 35 
trode 8 fur Verbindung nach auBen hergestellt. SchlieBlich 
wird der Wafer entlang Zerteillinien 4 zerschnitten, wodurch 
die einzelnen Halbleiterchips fertiggestellt sind. 

Das Halbleiterbauteil des vorliegenden Ausfuhrungsbei- 
spiels ist demjenigen des ersten Ausfuhrungsbeispiels hin- 40 
sichtlich des Abbaus thermischer Spannungen unterlegen, 
da jedes Harzelement 5 in der Schutzschicht T eingebettet 
ist. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist jedoch auch die 
Ruckseite des Halbleiterchips mit der Schutzschicht 7* be- 
deckt, so dass das Halbleiterbauteil dieses Ausfuhrungsbei- 45 
spiels hinsichtlich der Handhabung demjenigen des ersten 
Ausfuhrungsbeispiels iiberlegen ist. Ferner ist es durch Op- 
timieren des Materials zur Verwendung als Schutzschicht 7, 
z. B. durch Auswahlen eines Materials mit niedrigem Elasti- 
zitatsmodul, moglich, ein Halbleiterbauteil mit relativ gu- 50 
tern Abbau thermischer Spannungen herzustellen. 

Drittes Ausfiihrungsbeispiel 

Das Halbleiterbauteil gemaB dem drittcn Ausfiihrungs- 55 
beispiel, dessen Querschnitt vor dem Zerschneiden in Telle 
in Fig. 10 dargesteilt ist, ist mit dem in Fig. 8E dargestellten 
Halbleiterbauteil des ersten Ausfuhrungsbeispiels mit der 
Ausnahme idenlisch, dass die Schutzschicht 7 durch eine 
Schutzschicht 7" ersetzt ist, die sowohl die Vorder- als auch 60 
die Ruckseite des Halbleiterchips bedeckt. Die ersten meh- 
reren Schritte zum Herstellen des Halbleiterbauteils dieses 
Ausfuhrungsbeispiels sind ebenfalls dieselben wie beim in 
den Fig. 8A-8C dargestellten ersten Ausfiihrungsbeispiel. 
Daher wird eine detaillierte Beschreibung dieser gemeinsa- 65 
men Strukturen und Herstellschritte nicht wiederholt. 

Nach Abschluss des in Fig. 8C dargestellten Schritts 
wird, wie es in Fig. 11 dargesteilt ist, der Wafer 1 durch ein 



Formwerkzeug 12 von seinen beiden Seiten her festgehal- 
ten, wobei ein Druck in solchem AusmaB ausgeiibt wird, 
dass Harzelemente 5 etwas nach innen gedriickt werden. 
Dann wird die Schutzschicht T z. B. durch ein Spritzpress- 
verfahren hergestellt, bei dem ein Schutzmaterial so in das 
Formwerkzeug 12 eingeleitet wird, dass durch dieses ein 
Druck auf den Wafer 1 ausgeiibt wird. Wenn danach das 
Formwerkzeug 12 entfemt wird, liegt die Oberseite jedes 
Harzelernents 5 aufgrund seiner Elastizitat gegeniiber der 
Schutzschicht 7" frei. Dieses Ausnutzen der Elastizitat des 
Harzelernents 5 gewahrleistet das Freilegen an der Position, 
an der die Elektrode 8 fur Verbindung nach auBen herzustel- 
len ist. Dies vereinfacht den Herstellprozess und ermoglicht 
es, ein billiges Halbleiterbauteil herzustellen, das nach der 
Montage zuverlassig ist. 

Viertes Ausfuhrungsbeispiel 

Das Halbleiterbauteil gemaB dem vierten Ausfiihrungs- 
beispiel der Erfindung unterscheidet sich von dem des in 
Fig. 8E dargestellten ersten Ausfuhrungsbeispiels nur in der 
Art der Herstellung des Verdrahtungsmusters 6. Die spate- 
ren Schritte zum Herstellen des Halbleiterbauteils dieses 
Ausfuhrungsbeispiels sind ebenfalls dieselben wie beim in 
den Fig. 5B und 8E dargestellten ersten Ausfiihrungsbei- 
spiel. So wird eine detaillierte Beschreibung der gemeinsa- 
men Strukturen und Herstellschritte nicht wiederholt. 

Fig. 12 zeigt einen Teil der Oberseite des Wafers 1 bei 
Abschluss des in Fig. 8C veranschaulichten Schritts. Auf 
die Oberflache des Wafers 1 wird ein Isolierfiim 3 aufgetra- 
gen, und auf diesem werden ein Harzmuster 5 und ein Ver- 
drahtungsmuster 6 hergestellt, das den oberen Teil des Harz- 
elernents 5 und die Elektrode 2 verbindet. GemaB Fig. 12 
verlaufen hochstens drei Verdrahtungsmuster 6 in einem Tal 
oder einer langlichen Vertiefung zwischen benachbarten 
Reihen von Harzelementen 5, die Vorspriinge bilden. Wenn 
die Anzahl von Stiften erhoht wird oder nur die Stiftinter- 
valle verkleinert werden, wird es schwieriger, Verdrahtungs- 
muster mit guter Auflosung herzustellen. 

Beim Herstellprozess des Halbleiterbauteils gemaB dem 
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel wird das Verdrahtungs- 
muster 6 als Erstes im in Fig. 8A dargestellten Zustand auf 
dem Wafer 1 hergestellt. In diesem Fall ist die Herstellung 
des Verdrahtungsmusters einfach, da es auf dem ebenen Wa- 
fer 1 hergestellt wird. Dann wird, wie es in Fig. 13A darge- 
steilt ist, ein Harzelement 5 von ungefahr 50 urn Hohe her- 
stellt. Wahrend die Hohe des Harzelernents 5 ungefahr 
50 um betragt, betragt die Hohe des Verdrahtungsmusters 6 
hochstens ungefahr 10 um. Daher wird die Genauigkeit bei 
der Herstellung des Harzelernents 5 durch das Vorliegen/ 
Fehlen des Verdrahtungsmusters 6 nicht beeinflusst. Danach 
wird, wie es in Fig. 13B dargesteilt ist, eine Zwischen ver- 
bindung 6 zum elektrischen Verbinden des Verdrahtungsmu- 
sters 6 und der Elektrode 8 fur Verbindung nach auBen, die 
auf der Oberseite des Harzelernents 5 herzustellen ist, aus- 
gebildet. Obwohl diese Zwischenverbindung 6' auf der 
Schrage des Harzelernents 5 hergestellt werden sollte, stellt 
dies kein schwerwiegendes Problem dar, da sie mit einer 
GroBe in derGroBenordnung der Schrittweite externer Eiek- 
troden hergestellt werden kann. Danach wird das Halbleiter- 
bauteil dieses Ausfuhrungsbeispiels dadurch fertiggestellt, 
dass der durch Fig. 5D veranschaulichte Schritt und die an- 
schlieBenden Schritte ausgefuhrt werden. 

Wie oben beschrieben, wird beim Halbleiterbauteil des 
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiels das Verdrahtungsmuster 
durch zwei gesonderte Schritte hergestellt. Dadurch ist es 
moglich, einer erhohten Anzahl von Stiften und einem ver- 
kleinerten Stiftintervall zu geniigen. 
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Funftes Ausfuhrungsbeispiel 

Nun werden Hcrstellschritte fur ein Halbleiterbauteil ge- 
maB dem fiinften Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung unter 
Bezugnahme auf die Fig. 14A-14E beschrieben. Die 5 
Schritte selbst sind identisch mit denen, die in den Fig. 
8A-8E zum ersten Ausfuhrungsbeispiel dargesteilt sind, 
wobei jedoch eine Harzschicht 9 das Harzelement 5 ersetzt. 
So werden die gemeinsamen Strukturen und gemeinsamen 
Schritte hier nicht im Detail crneut beschrieben. 10 

Fig. 15 ist eine Draufsicht des Wafers 1 des Halbleiter- 
bauteils gemaB dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
beim durch Fig. 14B veranschaulichten Schritt. Wie es in 
Fig. 15 dargesteilt ist, verfugt die Harzschicht 9 an minde- 
stens einer Position, an der das die Elektrode 2 und die Elek- 15 
trode 8 fur Verbindung nach auBen verbindende Verdrah- 
tungsmuster 6 nicht herzustellen ist, iiber eine OfTnung 10. 
Das Anbringen dieser Offnung 10 verbessert die Wirkung 
beim Abbauen thcrmischer Spannungen im Verglcich zum 
Fall, bei dem die Harzschicht auf die gesamte Oberflache 20 
des Wafers 1 aufgetragen ist. Die Harzschicht 9 kann durch 
ein einf aches Verfahren, z. B. durch Siebdruck, hergestellt 
werden. In Fig. 15 ist die Position, an der die Elektrode 8 fur 
Verbindung nach auBen in einem anschlieBenden Schritt 
(den in Fig. 14E dargestellten Schritt) herzustellen ist, mit 8' 25 
gekennzeichnet. 

Einige Halbleiterchips, z. B. Flashspeicher, verfiigen uber 
einen Bereich, in dem eine Signalleitung nicht unmittelbar 
iiber einem aktiven Bereich verlaufen sollte. Beim Halblei- 
terbauteil dieses Ausfuhrungsbeispiels bedeckt jedoch die 30 
Harzschicht 9 den groBten Teil des Halbleiterchips, weswe- 
gen auf der Harzschicht 9 cine Zwischenverbindung in ei- 
nem solchen Bereich hergestellt werden kann, in dem an- 
dernfalls das Anbringen einer Signalleitung verboten ware. 
So ist der Freihcitsgrad bci der Verdrahtung im Vergleich 35 
zum Fall des Halbleiterbauteils des ersten Ausfiihrungsbei- 
spiels erhoht. 

Ferner kann beim Halbleiterbauteil dieses Ausfuhrungs- 
beispiels fast die gesamte Verdrahtung auf der Harzschicht 9 
fertiggestellt werden. Daher muss zwischen Reihen von 40 
Harzelementen 5 keine Anzahl von Zwischenverbindungs- 
leitungen angebracht werden wie beim Halbleiterbauteil des 
ersten Ausfuhrungsbeispiels. So konnen die Zwischenver- 
bindungen mit guter Auflosung einfach ausgebildet werden. 

Noch ferner ist es beim Halbleiterbauteil dieses Ausfiih- 45 
rungsbeispiels, wie in Fig. 14C veranschaulicht, erforder- 
lich, Verdrahtungsmuster 6 auf der Schrage der Harzschicht 
9 herzustellen. Wenn dies schwierig auszufuhren ist, kann 
jedoch ein Verdrahtungsmuster 6 leicht durch die in den Fig. 
16A und 16B veranschaulichten Herstellschritte hergestellt 50 
werden. Genauer gesagt, wird nach Abschluss des Schritts 
gemaB Fig. 14B ein Verbindungsteil 11 aus leitendem Mate- 
rial auf der Elektrode 2 hergestellt, wie es in Fig. 1 6 A darge- 
steilt ist. Das Verbindungsteil 11 kann durch stromloses 
Plattiercn von Nickel oder dergleichen hergestellt werden, 55 
oder es kann altemativ durch einen Druckvorgang unter Ver- 
wendung einer leitenden Paste hergestellt werden. Nachdem 
so die Elektrode 2 erhoht wurde, wird das Verdrahtungsmu- 
ster 6 hergestellt, und dann wird der in Fig. 16B veranschau- 
lichte Schritt (derselbe, wie er in den Fig. 14D und 14E ver- 60 
anschaulicht ist) ausgefuhrt, urn das Halbleiterbauteil fertig- 
zustellen. 

Patentanspruchc 

65 

1. Halbleiterbauteil (21) mit mehreren auf einem 
Halbleiterchip angeordneten Elektroden (8) fur Verbin- 
dung nach auBen, mit: 



- auf dem Chip befindlichen Elektroden (2); 

- Harzelementen (5), die gesondert voneinander 
entsprechend den mehreren Elektroden fur Ver- 
bindung nach auBen vorhanden sind; und 

- Zwischenverbindungen (6), von denen jede 
eine Elektrode auf dem Chip mit einer entspre- 
chenden Elektrode fur Verbindung nach auBen 
verbindet. 

2. Halbleiterbauteil mit mehreren auf einem Halblei- 
terchip angeordneten Elektroden (8) fur Verbindung 
nach auBen, mit: 

- auf dem Chip befindlichen Elektroden (2); 

- Harzelementen (5), die entsprechend den meh- 
reren Elektroden fiir Verbindung nach auBen vor- 
handen sind und die Schragen aufweisen; und 

- Zwischenverbindungen (6), von denen jede ent- 
lang der Schrage eines entsprechenden Harzele- 
ments vorhanden ist und eine Elektrode auf dem 
Chip mit einer entsprechenden Elektrode fur Ver- 
bindung nach auBen verbindet. 

3. Halbleiterbauteil mit mehreren auf einem Halblei- 
terchip angeordneten Elektroden (8) fur Verbindung 
nach auBen, mit: 

- auf dem Chip befindlichen Elektroden (2); 

- einer Harzschicht (9), die den Halbleiterchip 
bedeckt und mindestens eine Offnung aufweist, 
wobei die Elektroden fiir Verbindung nach auBen 
unmittelbar iiber ihr ausgebildet sind; und 

- Zwischenverbindungen (6), von denen jede 
eine Elektrode auf dem Chip mit einer entspre- 
chenden Elektrode fur Verbindung nach auBen 
verbindet. 

4. Halbleiterbauteil nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den 
Elektroden (8) fiir Verbindung nach auBen zumindest 
fur jeweils zwei derselben eine Offnung vorhanden ist. 

5. Halbleiterbauteil nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen- 
verbindung (6) mindestens einen Abschnitt mit einer 
Mehrschichtstruktur aus mindestens zwei Arten von 
Materialien aufweist. 

6. Halbleiterbauteil nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Harzschicht 
(9) aus einem Material besteht, das sich beim Aushar- 
ten ausdehnt. 

7. Halbleiterbauteil nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen- 
verbindung (6) Folgendes aufweist: 

- eine erste Zwischenverbindung (6), die die 
Elektrode auf dem Chip (2) und die Harzschicht 
(9) verbindet; und 

- eine zweite Zwischenverbindung (6'), die iiber 
einer Schrage der Harzschicht ausgebildet ist und 
die erste Zwischenverbindung und die Elektrode 
(8) fiir Verbindung nach auBen verbindet. 

8. Halbleiterbauteil nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch eine Schutzschicht (7), 
die zumindest auf derjenigen Seite vorhanden ist, auf 
der die Elektroden (8) fiir Verbindung nach auBen vor- 
handen sind, urn diese Seite auBer den Elektroden fur 
Verbindung nach auBen zu bedecken. 

9. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauteils 
mit mehreren auf einem Halbleiterchip angeordneten 
Elektroden (8) fur Verbindung nach auBen, mit den fol- 
genden Schritten: 

- Herstellen eines Isolierfilms (3) auf dem Halb- 
leiterchip zumindest in einem anderen Bereich als 
Abschnitten mit Elektroden (2) auf dem Chip; 
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- Herstellen von Harzelementen (5) an jeweili- 
gen Orten, an denen die mehreren Elektroden fiir 
Verbindung nach auBen herzustellen sind; 

- Herstellen von Zwischenverbindungen (6), von 
denen jede eine Elektrode auf dem Chip und eine 5 
entsprechende Elektrode fiir Verbindung nach au- 
Ben verbindet; 

- Anbringen eines Materials zum Schiitzen zu- 
mindest der Zwischenverbindungen und 

- Herstellen jeder der Elektroden fur Verbindung 10 
nach auBen auf einera entsprechenden Harzele- 
ment. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Schritt des Herstellens der Harzelemente 
(5) einen Schritt des Herstellens derselben durch Druk- t5 
ken beinhaltet. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt, des Aufbrin- 
gens eines Materials zum Schiitzen zumindest der Zwi- 
schenverbindungen (6) den Schritt des Herstellens ei- 20 
ner Schutzschicht (7) durch Pressen und Schiitzen der 
Harzelemente (5) durch ein Formwerkzeug beinhaltet. 

12. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauteils 
mit mehreren auf einem Halbleiterchip angeordneten 
Elektroden (8) fiir Verbindung nach auBen, mit den fol- 25 
genden Schritten: 

- Herstellen eines Isolierfilms (3) auf dem Halb- 
leiterchip zumindest in einem anderen Bereich als 
Abschnitten mit Elektroden (2) auf dem Chip; 

- Herstellen einer Harzschicht (9) an Orten, an 30 
denen die mehreren Elektroden fur Verbindung 
nach auBen herzustellen sind; 

- Herstellen von Zwischenverbindungen (6), von 
denen jede eine Elektrode auf dem Chip und eine 
entsprechende Elektrode fur Verbindung nach au- 35 
Ben verbindet; 

- Anbringen eines Materials zum Schiitzen zu- 
mindest der Zwischenverbindungen und 

- Herstellen jeder der Elektroden fiir Verbindung 
nach auBen auf der Harzschicht. 40 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schritt des Herstellens der Harz- 
schicht (9) den Schritt des Herstellens derselben durch 
Drucken beinhaltet. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, da- 45 
durch gekennzeichnet, dass der Schritt des Herstellens 
von Zwischenverbindungen (6) die folgenden Schritte 
beinhaltet: 

- Herstellen einer ersten Zwischenverbindung 
(6), die die Elektrode (2) auf dem Chip und die 50 
Harzschicht (9) verbindet; und 

- Herstellen einer zweiten Zwischenverbindung 
(6') auf einer Schrage der Harzschicht zum Ver- 
binden der ersten Zwischenverbindung und der 
Elektrode (8) fiir Verbindung nach auBen. 55 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Schritt des Herstellens 
von Zwischenverbindungen (6) den Schritt des Herstel- 
lens mindestens eines Teils der Zwischenverbindung, 
der eine Elektrode (2) auf dem Chip und die entspre- 60 
chende Elektrode (8) fiir Verbindung nach auBen ver- 
bindet, durch Drucken beinhaltet. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Schritt des Herstellens 
von Zwischenverbindungen (6) die folgenden Schritte 65 
beinhaltet: 

- Herstellen eines Musters, das die Elektrode (2) 
auf dem Chip und die Elektrode (8) fiir Verbin- 
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dung nach auBen verbindet, mit einer Harzpaste; 
und 

- Auftragen von Metall auf das Muster durch 
stromloses Plattieren. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 16, ge- 
kennzeichnet durch den Schritt des Herstellens leiten- 
der Elemente auf den Elektroden (2) auf dem Chip in 
solcher Weise, dass diese ungefahr so hoch wie die 
Harzschicht (9) werden. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Schritt des Aufbrin- 
gens eines Materials zum Schiitzen zumindest der Zwi- 
schenverbindungen (6) einen Schritt des Anbringens 
dieses Materials durch Drucken beinhaltet. 
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